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(72) ОСАДЧУК ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ, 

ОСАДЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, БА-
РАБАН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Мікроелектронний пристрій для вимірювання 

температури з частотним виходом, який містить 
термочутливий сегнетоелектричний конденсатор, 
який відрізняється тим, що введено біполярний 

транзистор, МДН-транзистор, перший та другий 
резистори, пасивну індуктивність, конденсатор, 
джерело постійної напруги, причому база біполяр-
ного транзистора з'єднана з першими виводами 
першого і другого резисторів, а другий вивід друго-

го резистора з'єднаний зі стоком МДН-
транзистора, при цьому емітер біполярного тран-
зистора і витік МДН-транзистора з'єднані між со-
бою, а затвор МДН-транзистора з'єднаний з колек-
тором біполярного транзистора, до якого 
підключений перший полюс термочутливого сегне-
тоелектричного конденсатора та перша вихідна 
клема та перший вивід пасивної індуктивності, а 
другий вивід пасивної індуктивності з'єднаний з 
другим виводом першого резистора, першим ви-
водом конденсатора і першим полюсом джерела 
постійної напруги, при цьому другий вивід конден-
сатора з'єднаний з другим полюсом джерела пос-
тійної напруги, другим полюсом термочутливого 
сегнетоелектричного конденсатора, стоком МДН-
транзистора, другим виводом другого резистора, 
які утворюють загальну шину, до якої підключена 
друга вихідна клема. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до галузі контроль-
но-вимірювальної техніки і може бути використана 
для вимірювання температури. 

Відомий пристрій для вимірювання темпера-
тури [Авторське свідоцтво СРСР №1174782 А, кл. 
G01К 7/34, 1985, Бюл. №31]. Пристрій для вимірю-
вання температури містить автогенератор з конту-
ром з котушки індуктивності і двох конденсаторів, 
один з яких є термочутливим, автогенератор вико-
наний у вигляді генератора звукової частоти, до 
його виходу під'єднано вказаний контур, конденса-
тори в якому ввімкнені паралельно між собою і 
послідовно з котушкою індуктивності, причому дру-
гий конденсатор виконано електролюмінісцентним 
і оптично зв'язаний з введеним в пристрій фото-
помножувачем, при цьому номінальна частота 
звукового генератора fH вибрана за виразом: 
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де L - індуктивність котушки; 
СTK - ємність термочутливого конденсатора; 
СЕЛК - ємність електролюмінісцентного конден-

сатора; 
RK - опір втрат в контурі; 

singnTKETK - знак температурного коефіцієнта 
ємності термочутливого конденсатора. 

Недоліком даного пристрою є вимірювальний 
параметр у вигляді яскравості оптичного випромі-
нювання електролюмінісцентного конденсатора, 
що знижує точність вимірювання температури. 

Найбільш близьким до запропонованого пере-
творювача є пристрій для вимірювання темпера-
тури [Авторське свідоцтво СРСР №821957, кл. 
G01К 7/34,1981, Бюл. №14]. Пристрій для вимірю-
вання температури містить термочутливий сегне-
тоелектричний конденсатор, зразковий конденса-
тор, трансформатор напруги, первинна обмотка 
якого з'єднана з генератором змінної напруги, а 
виводи вторинної обмотки з'єднані відповідно з 
першими виводами термочутливого і зразкового 
конденсаторів, індикатор, трансформаторний ком-
паратор струму, перша обмотка якого з'єднана з 
індикатором, виводи другої обмотки з'єднані від-
повідно з другими виводами термочутливого і зра-
зкового конденсаторів, а виводи третьої регульо-
ваної обмотки відповідно з'єднані з другим 
виводом термочутливого конденсатора і серед-
ньою точкою вторинної обмотки трансформатора 
напруги. 
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Недоліком даного пристрою є невисока чутли-
вість і точність вимірювання, зумовлена вимірю-
ванням температури по кількості витків третьої 
регульованої обмотки трансформаторного компа-
ратора струму. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення мікроелектронного пристрою для вимі-
рювання температури з частотним виходом, в 
якому за рахунок введення нових блоків та зв'язків 
між ними досягається підвищення чутливості і точ-
ності вимірювання. 

Поставлена задача вирішується тим, що в мік-
роелектронний пристрій для вимірювання темпе-
ратури з частотним виходом, який містить термо-
чутливий сегнетоелектричний конденсатор, 
введено біполярний транзистор, МДН-транзистор, 
два резистори, пасивну індуктивність, конденса-
тор, джерело постійної напруги, що дозволило 
змінити складне і менш точне вимірювання темпе-
ратури у відомому пристрої для вимірювання тем-
ператури на зручніше і більш точне вимірювання 
температури у запропонованому, причому база 
біполярного транзистора з'єднана з першими ви-
водами першого і другого резисторів, а другий 
вивід другого резистора з'єднаний зі стоком МДН-
транзистора, при цьому емітер біполярного тран-
зистора і витік МДН-транзистора з'єднані між со-
бою, а затвор МДН-транзистора з'єднаний з колек-
тором МДН-транзистора, до якого підключений 
перший полюс термочутливого сегнетоелектрич-
ного конденсатора та перша вихідна клема та пе-
рший вивід пасивної індуктивності, а другий вивід 
пасивної індуктивності з'єднаний з другим виводом 
першого резистора, першим виводом конденсато-
ра і першим полюсом джерела постійної напруги, 
при цьому другий вивід конденсатора з'єднаний з 
другим полюсом джерела постійної напруги, дру-
гим полюсом термочутливого сегнетоелектричного 
конденсатора, стоком МДН-транзистора, другим 
виводом другого резистора, які утворюють загаль-
ну шину, до якої підключена друга вихідна клема. 

На кресленні наведено схему мікроелектрон-
ного пристрою для вимірювання температури з 
частотним виходом. 

Пристрій містить дільник напруги, що складе-
ний з першого резистора 1 і другого резистора 2, 
які під'єднані до бази біполярного транзистора 3, 
який через емітер з'єднаний з МДН-транзистором 
4, стік якого під'єднано до загальної шини, а за-

твор з'єднаний з колектором біполярного транзис-
тора 3, паралельно до транзисторної структури 
ввімкнено термочутливий сегнетоелектричний 
конденсатор 5, діелектрична проникність якого 
залежить від прикладеної напруги, послідовно до 
термочутливого сегнетоелектричного конденсато-
ра 5 під'єднано пасивну індуктивність 6, до якої 
паралельно ввімкнено конденсатор 7 і джерело 
постійної напруги 8, яке з'єднано з дільником на-
пруги, утвореним першим резистором 1 і другим 
резистором 2. 

Пристрій працює наступним чином. В початко-
вий момент часу температура не діє на термочут-
ливий сегнетоелектричний конденсатор 5. Підви-
щення напруги джерела постійної напруги до 
величини, коли на електродах колектор - стік біпо-
лярного транзистора 3 і МДН-транзистора 4 вини-
кає від'ємний опір, який приводить до виникнення 
електричних коливань в контурі, утвореному пос-
лідовним включенням повного опору з ємнісним 
характером на електродах колектор-стік біполяр-
ного транзистора 3 і МДН-транзистора 4 та індук-
тивним опором пасивної індуктивності 6. Конден-
сатор 7 запобігає проходженню змінного струму 
через джерело постійної напруги 8. Дільник напру-
ги, утворений першим резистором 1 і другим рези-
стором 2, що з'єднує джерело постійної напруги 8 і 
базу біполярного транзистора 3, дозволяє задати 
робочу точку для останнього. При наступній дії 
температури на термочутливий сегнетоелектрич-
ний конденсатор 5 приводить до зміни діелектрич-
ної проникності діелектрика за законом Кюрі-Вейса 

за рівнянням: 
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  а зміна діелектричної 

проникності   діелектрика термочутливого сегне-

тоелектричного конденсатора 5 зумовлює зміну 
значення його ємності за відомою формулою: 

d

S
C 0  . Оскільки термочутливий сегнетоеле-

ктричний конденсатор 5 ввімкнений між електро-
дами колектор-стік біполярного транзистора 3 і 
МДН-транзистора 4, змінюється ємнісна складова 
повного опору на електродах колектор-стік біполя-
рного транзистора 3 і МДН-транзистора 4, а це, 
викликає зміну резонансної частоти коливального 
контуру. 
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